
TEGを用いた AlGaN/GaNヘテロ成長の 2DEG側界面電荷への影響 

Effect of AlGaN/GaN growth using triethylgallium on 2DEG-side interfacial charge 
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【序論】我々は高速動作と低消費電力を両

立しうる GaN 基板上 P/N 相補型回路の実

現・高性能化のため、分極接合基板[1]にお

いて高濃度二次元正孔ガス(2DHG)を利用

した Pチャネル FETの作製・特性評価など

を行ってきた。その過程で、C-V 特性にお

けるシミュレーションと実測の差異から、

二次元電子ガス(2DEG)側の AlGaN/GaN 結

晶成長界面に存在する界面電荷(Qi(2DEG))を

定量評価する手法について提案した[2]。分

極接合基板における 2DEG 界面は、n 型デ

バイスのチャネル層としてだけでなく、p型

デバイスのバックゲートとしても機能し、p

型デバイスの閾値制御の範囲を決定しうる。

一方、AlGaN/GaN界面の結晶成長にトリエ

チルガリウム(TEG)を用いることで界面固

定電荷を低減し、2DEG 移動度の改善しう

ることが報告された[3]。そこでその検証の

ため、GaN/AlGaN/GaNダブルヘテロ界面の

成長に TEG を用いた分極接合基板に対し、

界面電荷の評価を行った。 

【手法】ICP-RIEを用いてアイソレーション、

および 2DEG コンタクト形成用の面出しを

行った基板に対し、2DEG 用電極として

Ti/Al/TiNを、2DHG用電極として Ni/Auを

順に堆積(+アニール)した。作製した評価デ

バイスに対し CBS-VB特性を測定し(Fig. 1)、

AlGaNバリア層の組成(Al: 26%)から予測さ

れる分極電荷(±1.44×1013 cm-2)[3]を固定電

荷として導入したデバイスシミュレーショ

ンの結果と比較した(Fig. 2)。 

【結果】CBS-VB 特性における容量低下は

2DEG の枯渇によるものであり、容量低下

電圧のシフトから Qi(2DEG)を導出できる[2]。

Fig. 2に示すように、今回作製したデバイス

の電圧シフトは 1.7 V 程度であり、Qi(2DEG)

は-1.8×1012 cm-2となった。一方、文献[1, 2]

で用いた基板では電圧シフトが~2.3 V、

Qi(2DEG)は-2.4×1012 cm-2であった。この結果

から、TEG を用いた GaN/AlGaN/GaN ダブ

ルヘテロ界面の成長により界面電荷を低減

できたと考えられる。この結果は文献[3]の

結果・考察を支持するとともに、p型デバイ

スの閾値電圧の制御範囲の拡大を示唆して

いる。当日は p 型デバイスの閾値電圧制御

性についても報告する予定である。 

 

 

Fig. 1 Schematic structure of measured sample. 

 

 
Fig. 2 CBS-VB characteristics of GaN/AlGaN/GaN 

doubleheterostructure grown by TEG. 
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